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 ゲート動作高速化の要求を満たす為には、キャリア緩和時定数の短縮と 0.3pay 程度の非線形位相シフト量を同時に得る必要がある。
















式ではτ2 が 150 分以上に対し、新方式では 5 分以内に短縮することを確認した。また、カップリングロス増大量に着目すると、カ
ップリングロスと反比例の関係にある自然放出受光強度が、従来方式では29.6 dB 低下したのに対し新方式では0.5 dBに抑えられ、
新方式温度制御を用いるとカップリングロス増大を大きく抑制できることを実証した。またこの抑制効果はSOA注入電流増大時ほど効
果が高いことを証明した。以上より、新方式温度制御を用いた実験で、SOA注入電流を増大での実験が可能となった。 
 現時点で本研究成果を用いたチップ型 SOA（Inphenix 社製, 活性層長 1000 µm）への注入電流の最大値は 300 mA であるが、過去に
はカップリングロスの増大大きいが600 mA までの注入が確認されている。今後本方式を用いることで、これを突破しより高周波な全
光ゲート動作実験を行っていく。 
